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@ Beschieunigungssensor aus kristaliinem Material und Verfahren zur Herstellung dieses 
Beschieunigungssensors 

@ Es wird ein Beschieunigungssensor aus kristaliinem Mate- 
rial vorgeschlagen, dessen Bestandteile zum Teil aus mono- 
kristallinem und zum Teil aus polykristallinem Material 
bestehen. Vorzugsweise besteht eine bandartige seismische 
Masse (10) aus polykristallinem Material, deren Aufhangung 
mittels Aufhangestegen (11) aus monokristaHinem Material 
an den Endbereichen eine Bewegung in der Langsrichtung 
beim Auftreten einer Beschleunigung zula&t. Von dieser 
Masse (10) aus erstrecken sich quer zu deren Langsrichtung 
parallele Flatten (13), die zusammen mit dazu paralleien 
weiteren, an einer Basis (16) verankerten Flatten (14) eine 
Kondensatoranordnung bilden und insbesondere aus mono- 
kristallinem Material bestehen. Wenigstens das monokristal- 
line Material wIrd zur Erzielung einer elektrischen Leitfahig- 
keit dotiert. Die langen und diinnen Flatten (13, 14) und 
■ Aufhangestege (11) besltzen bei geringer Dotlerung einen 
f hohen Leitwert bei sehr kleiner mechanischer Vorspannung , 
^ und konnen leicht isotrop unteratzt werden. Die polykristalii- 
B ne Ausbiidung der seismischen Masse (10) kann durch 
Wegatzen eines darunter angeordneten Opferoxids sehr 
breit und gro& ausgelegt werden. 



Die foigenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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STAND DER TECHNIK 

Die Erfindung betrifft einen Beschleunigungssensor 
aus kristallinem Materia) nach der Gattung des An- 
spruchs 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses 
Beschleunigungssensors. 

Bei einem derartigen, aus den US-Patenten 4711 128 
und 4663 972 bekannten Beschleunigungssensor beste- 
hen die elastisch aufgehangte seismische Masse und die 
ineinandergreifenden Plaiten zur Bildung eines Kon- 
densators bzw. kapazitiven Beschleunigungssensors aus 
monokrislallinem Material, insbesondere Quarz oder 
monokristallinem Silicium. Zur Herstellung einer derar- 
tigen Struktur werden zunachst in ublicher Weise durch 
ein anisotropes Atzen Graben in eine Epitaxie herge- 
stellt, und die so gebildeten Strukturen werden dann 
durch isotropes Unteratzen von der Basis gelost Der 
Nachteil dieser Anordnung besteht darin, daO beim iso- 
tropen Unteratzen das Material von beiden Seiten her 
im wesentlichen halbzylindrisch entfernt wird, wie dies 
in Fig. 2 dargestellt ist Dies bedeutet, daB beim Unter- 
atzen einer Platte mit einer bestimmten Breite die Hohe 
der Ausatzung im wesentlichen dieser Breite entspricht 
Die Folge davon ist, daB bei der geringen Hohe einer 
Epitaxie von beispielsweise 10 nm nur sehr schmale 
Strukturen unteratzt werden konnen. Es ist daher 
schwierig, eine geniigend groBe seismische Masse bei 
dieser Begrenzung der Breite zu bilden. Ein weiterer 
Nachteil besteht darin, daB bei einer Realisierung in 
monokristallinem Silicium die Kontaktierung und die 
Passivierung der erforderlichen Sensorzuleitungen pro- 
blematisch sind. 

Bei einem aus der WO 92/03740 bekannten Beschleu- 
nigungssensor, der mit Mittein der Oberflachenmikro- 
mechanik hergestellt wird, bestehen insbesondere die 
Kondensatorstrukturen und die Aufhangestege aus 
polykristallinem Silicium. Der Nachteil eines polykri- 
stallinen Materials besteht in der eingeschrankten Akti- 
vierbarkeit von Dotierstoffen. Speziel! bei Sensoren im 
Niederbeschleunigungsbereich mussen die Aufhange- 
stege fiir die seismische Masse sehr lang und dunn aus- 
geiegt werden. Um eine hohe Leitfahigkeit zu erzielen, 
ist jedoch eine hohe Dotierung erforderlich. Der Anteil 
des Dotiermaterials, der sich in den Korngrenzen des 
polykristallinen Materials einbaut und damit elektrisch 
nicht aktiviert ist, kann zu einer erhohten Druckspan- 
nung und bei einem Konzentrationsgradienten auch zu 
einem Spannungsgradienten beitragen. Nach dem Frei- 
legen der Strukturen kommt es zu einer Aufwerfung der 
zweiseitig eingespannten Aufhangestege und zu einer 
Krummung der einseitig gehaltenen Kondensatorplat- 
ten. Beide Effekte limitieren die maximal erreichbare 
GroBe und den Leitwert der Struktur. Daruber hinaus 
kann die seismische Masse durch die Ulngenanderung 
und die Druckspannung in den Aufhangestegen in uner- 
wunschter Weise verschiedene Vorzugslagen einneh- 
men, die die freie Beweglichkeit beeintrachtigen. 

VORTEILE DER ERFINDUNG 

Der erfindungsgemaBe Beschleunigungssensor mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs I hat 
demgegentiber den Vorteil, daB durch die erfindungsge- 
maBe Kombination von monokristallinem und polykri- 
stallinem Material die vorstehend genannten Nachteile 


nicht mehr auftreten. das heiBt, vorzugsweise durch die 
Verwendung von polykristallinem Material fur die seis- 
mische Masse kann diese sehr breit ausgelegt und damit 
sehr groB gemacht werden. Die Freilegung kann durch 
5 eine selektive Opferschichtatzung erfolgen. Lange und 
diinne Strukturen dagegen, wie die paralleien Platten 
der Kondensatoranordnung und die Aufhangestege, bei 
denen der Leitwert maximal und die Verspannung mini- 
mal sein muB, werden in vorteilhafter Weise in monokri- 

10 stallinem Material dargestellt Bei derartigen schmalen, 
plattenartigen Strukturen stellt die isotrope Unterat- 
zung keinen Nachteil dar. Es konnen bei geringer Dotie- 
rung hohe Leitwerte erzielt werden. Es kann eine einfa- 
che Kontaktierung des Sensors im Rahmen eines Stan- 

15 dard-lC-Prozesses mit Passivierung der Zuleitungen er- 
folgen. 

Durch die in den weiteren Unteranspruchen aufge- 
fuhrten MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen 
und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebe- 
20 nen Beschleunigungssensors moglich. 

Das kristalline Material ist vorzugsweise Silicium, 
wobei die Basis aus monokristallinem Silicium besteht. 

Die Aufhangestege verlaufen zweckmaBigerweise 
quer zur Langsrichtung der seismischen Masse und sind 
25 an ihren freien Enden an der Basis oder an einer auf 
dieser aufgebrachten Epitaxie verankert 

Die paralleien Platten und/oder die Aufhangestege 
weisen jeweils anisotrop geatzte Seiienflachen und eine 
isotrop geatzte Unterseite auf, 
30 Die weiteren, nicht mit der seismischen Masse ver- 
bundenen paralleien Platten sind an ihrem von der seis- 
mischen Masse entfernten Ende an der Basis verankert, 
wobei nur die Verankerungsbereiche aus polykristalli- 
nem Material bestehen. Hierdurch ergibt sich die Mdg- 
35 lichkeit, daB ein von Opferoxid wMhrend des isotropen 
Atzens rundum geschutzter Haltebereich bestehen blei- 
ben kann. 

Die seismische Masse und/oder die Verankerungsbe- 
reiche weisen jeweils anisotrop geatzte Seitenflachen 

40 und eine durch Opferoxidatzen gebildete Unterseite auf. 
Durch die Verwendung von Opferoxid kann die seismi- 
sche Masse nahezu beliebig groB gemacht werden. 

Der Beschleunigungssensor weist in vorteilhafter 
Weise zus^tzlich wenigstens eine integrierte Schaltung 

45 auf der Epitaxie neben dem Sensorbereich auf, so daB 
Sensor und Auswerteschaltung auf einem Bauteil dar- 
stellbar sind. Die erfindungsgemaBe Struktur ermog- 
licht eine kostengiinstige Integration der elektronischen 
Auswerteschaltung. 

50 Durch die Merkmale des Anspruchs 1 1 wird ein vor- 
teilhaftes Verfahren zur Herstellung eines solchen Be- 
schleunigungssensors angegeben. Die nachfolgenden 
Unteranspriiche beinhalten vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen dieses Verfahrens. 


55 


ZEICHNUNG 


Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
so schreibung naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1 die Draufsicht auf einen Beschleunigungssen- 
sor als Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Haltebe- 
reichs einer an der Basis verankerten Platte der Kon- 
65 densatoranordnung. 

Fig. 3 bis 5 den erfindungsgemaBen Beschleunigungs- 
sensor im Vertikalschnitt in verschiedenen Fertigungs- 
stadien, wobei vom Sensorbereich zur Vereinfachung 
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wachsen soil das heiBt, diese Schichten verbleiben nur 
im Bereich der seismischen Masse 10 und der Veranke- 
rungsbereiche 15. Dariiber hinaus sollten noch gewisse 
Bereiche dieses Schichipakets bestehen bleiben, damit 
5 man beim anschlicBenden anisotropen Atzen der Gra- 
ben (Trenchatzen) ein Endpunktsignal erhaJt, wie dies 
noch spater erlautert wird. Diese Bereiche konnen bei- 
spielsweise an unwichtigen Randbereichen des Wafers 
bestehen bleiben. 
10 Nun erfolgt eine Behandiung im Epitaxie-Reaktor, 
bei der auf den unbedeckten, vom Schichtpaket befrei- 
ten Bereichen eine monokristalline Schicht von bei- 
spieisweise 1 1 ji.m Dicke aufwachst (Epitaxie 12), wah- 
rend auf der Startschicht, also auf den verbieibenden 
Silicium einstuckig verbunden sind Dadurch kann sich 15 Bereichen des Schichtpakets 19— 21,einepolykristalline 


nur der Verankerungsbereich einer Piatte an der Basis 
dargestellt ist, und 

Fig. 6 eine vergroBene Darstellung des mittleren Be- 
reichs von Fig. 3. 

BESCHREIBUNG DES AUSFOHRUNGSBEISPIELS 

Der in Fig. I in der Draufsicht dargesteilte Beschleu- 
nigungssensor besteht aus einer bandformigen seismi- 
schen Masse 10 aus polykristallinem Silicium. An ihren 
beiden Enden veriaufen jeweils senkrecht zur Langs- 
richtung nach beiden Seiten dunne Aufhangestege 11 
aus monokristallinem Silicium, die mil der den Sensor- 
bereich umgebenden Epitaxie 12 aus monokristallinem 


die seisraische Masse 10 in ihrer Langsrichtung bei Auf- 
treten von entsprechenden Beschieunigungen relativ 
zur Epitaxie 12 bewegen. 

An den beiden Langsseiten der seismischen Masse 10 
sind diinne, langgestreckte, als Kondensatorplatten aus- 
gebiidete Platten 13 senkrecht zur Langsrichtung der 
seismischen Masse 10 angebracht. Diese bestehen aus 
monokristallinem Material, Jeweils fingerartig ineinan- 
dergreifend veriaufen zwischen diesen parallelen Plat- 


Schicht etwa gleicher Dicke aufwachst. Beim Aufwach- 
sen dieser Schicht wird ein von der Basis 16 ausgehen- 
der monokristalliner Kegel 100 erzeugt, der dann fest 
mit dem Verankerungssteg 25 verbunden wird. Der Zu- 
stand nach der Behandiung im Epitaxie-Reaktor ist in 
Fig. 3 bzw. Fig. 6 dargestellt 

Nun wird im monokristallinen Bereich, also auf der 
monoknstallinen Epitaxie 12, mit Hilfe eines Standard- 
prozesses eine Auswerteschaltung 22 voUstandig pro- 


ten 13 weitere, als Kondensatorplatten ausgebildete 25 zessiert Diese ist in Fig. 4 schematisch dargestellt 


Platten 14, die an ihrem von der seismischen Masse 10 
abgewandten Ende uber Verankerungsbereiche 15 mit 
der darunterliegenden Basis 16 verbunden sind. Die 
Platten 13, 14 sind somit nach Art einseitig eingespann- 
ter Balken ausgebildet Die Platten 13 einerseits und die 
Platten 14 andererseits sind jeweils untereinander in 
nicht naher dargesteliter Weise von unten elektrisch 
verbunden und bilden eine Kondensatoranordnung, de- 
ren Kapazitat sich bei einer Langsverschiebung der 


Nach einer Abdeckung mit einer entsprechenden 
Lackmaske werden nun im Sensorbereich anisotrop 
Graben 23 geatzt, um die in Fig. 1 dargesteilte Struktur 
zu erhalten. Die Tiefe dieser Graben entsprichi im we- 
sentlichen der Dicke der polykristallinen Schicht Fiir 
das Ende des Atzprozesses wird derjenige Zeitpunkt 
gewahlt, zu dem die Fluorlinie infolge des Erreichens 
des Opferoxids ansteigt 
Hierzu dienen diejenigen Bereiche des Schichtpakets, 


seismischen Masse 10 verandert, so daB hierdurch iiber 35 die zu diesem Zweck beispielsweise an unwichtigen 


die sich verandernde Kapazitat die Beschieunigung er- 
fafit werden kann. 

Die Platten 13, 14 bestehen aus monokristallinem Sili- 
cium, wahrend die Verankerungsbereiche 15 aus poly- 
kristallinem Silicium bestehen. Die gestrichelte Linie 
soli vereinfacht weitere solcher Platten 13, 14 in paral- 
leler Anordnung darstellen. 

Rechteckige Aussparungen 17 in der seismischen 
Masse 10 dienen zur Vereinfachung des Atzverfahrens. 


Randbereichen bestehen blieben. Zwei Graben 23 sind 
in den Fig. 4 und 5 schematisch dargestellt Die gebilde- 
ten senkrechten Seitenwande werden dann entweder 
durch ein Oxid oder durch ein in-situ-abgeschiedenes 
40 Polymer (DE-A-43 17 623) passiviert Nach der Entfer- 
nung der Passivierung auf dem Grabengrund werden 
die monokristallinen Platten 13, 14 und Aufhangestege 
1 1 isotrop unteratzt und freigelegt Dabei sind die poly- 
kristallinen Bereiche des Sensors durch die Opferoxid- 


Zur Herstellung dieses Beschleunigungssensors wird 45 schicht 21 vor Unteratzung geschutzt Es muB so lange 


im Gegensatz zur konventionellen Oberflachenmikro- 
mechanik zur Abscheidung kein LPCVD-Reaktor, son- 
dern ein Epitaxie-Reaktor verwendet Das Verfahren 
wird im folgenden anhand der Fig. 2 und 3 erlautert 


isotrop unteratzt werden, bis sich die monokristallinen 
Bereiche auch an ihren Stirnflachen am Obergang zum 
polykristallinen Bereich voUstandig vom Substrat losen. 
Mit der Lange des Atzschrittes konnen etwaige Uberat- 


Zunachst werden auf der plattenformigen Basis 16 50 zungen beim vorangehenden anisotropen Atzen kom- 


erforderliche Sensorzuleitungen 18 eingebracht, fiir die 
ein im IC-ProzeB vorhandener buried layer verwendet 
wird. Dann laBt man zunachst ganzflachig ein dunnes 
thermisches Oxid 19 (50 nm) wachsen. Daruber wird ei- 
ne isolierende, fluBsaureresistente Schicht 20 deponiert 
Dabei kann es sich beispielsweise um eine 140 nm dicke 
Nitridschicht handeln. Darauf wird die eigentliche Op- 
feroxidschicht 21 aufgebracht, die beispielsweise eine 
1,2 |im dicke LTO-Schicht sein kann. Daruber wird dann 
eine nicht naher dargesteilte Startschicht aus LPCVD- 
Polysilicium abgeschieden. Erst diese Startschicht stellt 
im nachfoigenden Epitaxieschritt ein kontinuierliches 
Wachstum im Obergangsbereich poly/monokristallin si- 
cher. Die Leitfahigkeit dieser Schicht kann durch eine 
Implantation erhoht werden. 

Nachfolgend wird nun das beschriebene Schichtpaket 
uber einen Fotoschritt und eine Serie von Atzprozessen 
uberall dort entfernt, wo monokristailines Material auf- 


pensiert werden. Ein isotrop unteratzter Bereich 24 ist 
in Fig. 2 deutlich dargestellt 

AbschlieBend werden auch die polykristallinen Berei- 
che durch ein Opferoxidatzen freigelegt Dabei bleiben 
55 die Bereiche der Sensorzuleitungen 18 durch die Dop- 
peischicht 19, 20 passiviert Ohne diese Passivierung 
wurden offene pn-Obergange an der Oberflache des 
Substrates zu starken Leckstrdmen fiihren. Wahrend 
die seismische Masse 10 voUstandig unteratzt wird, wird 
60 unter den Verankerungsbereichen 15 die um einen poly- 
kristallinen Verankerungssteg 25 herum angeordnete 
Opferoxidschicht 21 entfernt so daB dieser Veranke- 
rungssteg 15 zunachst beim isotropen Unteratzen der 
monokristallinen Bereiche durch das Opferoxid ge- 
es schiitzt ist und beim Wegatzen des Opferoxids bestehen 
bleibt Der nun erreichte Zustand ist in Fig. 4 darge- 
stellt 

Wahrend des Atzens wird die Auswerteschaltung 22 
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durch eine Schutzschicht 26, beispielsweise einen 
Schutzlack, geschutzt. Diese wird nach dem Atzen ent- 
fernt, und der gesamte Beschleunigungssensor wird 
vollstandig mit einem Schutzlack 27 uberzogen, der ei- 
nen Schutz beim Zersagen des Substrats in einzelne 5 
Beschleunigungssensoren bildet Ein solcher Schutz 
kann auch durch andere MaBnahmen, z. B. durch das 
Verkappen des Sensorbereichs, erzielt werden. 

Wie vorstehend ausgefQhrt, zeigt die Fig. 2 in einer 
Teilansicht den Verankerungsbereich 15 fur eine Platte 10 
14 in einem Zustand, bei dem bereits die isotrope Unter- 
atzung stattgefunden hat, jedoch die Opferoxidschicht 
21 noch nicht weggeatzt ist. Diese Fig. 2 konnte auch 
den Obergang zwischen der polykristallinen Masse 10 
und einer daran befestigten monokristallinen Platte 14 15 
darstellen. Auch in den Fig. 3 bis 5 sind nur beispielhaft 
ein Verankerungsbereich 15 und eine Platte 14 darge- 
stellt, um die Atzprozesse zu verdeutlichen. 

Die erforderlichen Dotierprozesse zur Erzielung der 
erforderlichen elektrischen Leitfahigkeit der seismi- 20 
schen Masse 10, der Aufhangestege 11 und der Platten 
13, 14 werden in an sich bekannter Weise wShrend des 
Herstellungsprozesses durchgefuhrt. 

Patentanspruche 25 

1. Beschleunigungssensor aus kristaliinem Material, 
mit einer bandartigen seismischen Masse, deren 
Aufhangung mittels Aufhangestegen an den End- 
bereichen eine Bewegung in der Langsrichtung 30 
beim Auftreten einer Beschleunigung zuiaBt. mit 
sich von der Masse aus quer zu deren Langsrich- 
tung erstreckenden parailelen Platten, die zusam- 
men mit dazu parailelen weiteren, an einer Basis 
verankerten Platten eine Kondensatoranordnung 35 
bilden, dadurch gekennzeichneti daB die Bestand- 
teile (10, 11, 13, 14) des Beschleunigungssensors 
zum Teil aus monokristallinem Material und zum 
Teil aus polykristallinem Material bestehen. 

2. Beschleunigungssensor nach Anspruch 1, da- 40 
durch gekennzeichnet, daB die seismische Masse 
(10) aus polykristallinem Material und die paraile- 
len Platten (13, 14) sowie die Aufhangestege (11) 
aus monokristallinem Material bestehen, wobei 
wenigstens das monokristalline Material zur Erzie- 45 
lung einer elektrischen Leitfahigkeit dotiert ist. 

3. Beschleunigungssensor nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da3 das kristalline Mate- 
rial Silicium ist 

4. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 50 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Basis (16) aus monokristallinem Silicium be- 
steht. 

5. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 55 
die Aufhangestege (11) quer zur Langsrichtung der 
seismischen Masse (10) verlaufen und an ihren frei- 

en Enden an der Basis (16) oder an einer auf dieser 
aufgebrachten Epitaxie (12) verankert sind. 

6. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- eo 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die parailelen Platten (13, 14) und/oder die Aufhan- 
gestege (11) jeweils anisotrop geatzte Seitenfla- 
chen und eine isotrop unteratzte Unterseite auf- 
weisen, 65 

7. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die weiteren parailelen Platten (14) nur an ihrem 
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von der seismischen Masse (10) entfernten Ende an 
der Basis (16) verankert sind, wobei nur die Veran- 
kerungsbereiche (15) aus polykristallinem Material 
bestehen. 

8. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die seismische Masse (10) und/oder die Veranke- 
rungsbereiche (15) jeweils anisotrop geatzte Sei- 
tenfiachen und eine durch Opferoxidatzen gebilde- 
te Unterseite aufweisen. 

9. Beschleunigungssensor nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Unterseiten der 
Verankerungsbereiche (15) jeweils wenigstens ei- 
nen Verankerungssteg (25) zur Basis (16) hin auf- 
weisen, der vor dem Opferoxidatzen von Opferoxid 
(21)umgeben war. 

10. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die an der seismischen Masse (10) verankerten par- 
ailelen Platten (13) und die an der Basis (16) veran- 
kerten zusatzlichen Platten (14) kammartig inein- 
andergreifen. 

11. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
er noch zusatzlich wenigstens eine integrierte 
Schaltung (22) auf der Epitaxie (12) neben dem Sen- 
sorbereich besitzt 

12. Verfahren zur Herstellung eines Beschleuni- 
gungssensors aus kristaliinem Material nach einem 
der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf die monokristalline Basis (14) eine 
Opferoxidschicht (21) und daruber eine poly kristal- 
line Startschicht aufgebracht werden, wobei die 
Gestalt und Anordnung dieser Schichten (21) im 
wesentlichen der der seismischen Masse (10) und 
der Verankerungsbereiche (15) fur die weiteren 
parailelen Platten (14) angepaBt werden, daB in ei- 
nem nachfolgenden Epitaxieschritt uber der Start- 
schicht polykristallines Material und im iibrigen 
monokristailines Material aufgebracht wird, daB 
durch anisotropes Atzen von Graben (23) die fla- 
chigen Strukturen der seismischen Masse (10) der 
parailelen Platten (13, 14) der Verankerungsberei- 
che (15) und der Aufhangestege (11) gebildet wer- 
den, daB durch isotropes Unteratzen die Untersei- 
ten der parailelen Platten (13, 14) und der Aufhan- 
gestege (11) freigelegt werden und dafi anschlie- 
Bend die Opferoxidschicht (21) weggeatzt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor dem Aufbringen der Opferoxid- 
schicht (21) eine diinne thermische Oxidschicht (19) 
und daruber eine fluBsaurebestandige Schicht (20) 
auf der Basis (16) aufgebracht werden und daB die- 
se Schichten in einem nachfolgenden Atzprozefl 
uberall dort entfernt werden, wo monokristailines 
Material aufwachsen soil. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schichten (19—21) im mittleren 
Bereich der Verankerungsbereiche (15) fur die wei- 
teren parailelen Platten (14) so entfernt werden, 
daB der freigelegte mittlere Bereich durch einen 
Rand aus diesen Schichten (19—21) vollstandig um- 
geben ist. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet. daB die integrierte Schal- 
tung (22) nach Bildung der monokristallinen 
Schicht als Epitaxie (12) vollstandig prozessiert 
wird. 
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16. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis !5, 
dadurch gekennzeichnet, daB das anisotrope Atzen 
der Graben (23) miitels einer Lackmaske erfolgt 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die beim anisotropen 5 
Atzen gebildeten senkrechten Seitenwande passi- 
viert werden, 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daS eine Dotierung des 
kristallinen Bereichs wahrend des Herstellungspro- 10 
zesses durchgefuhrt wird. 
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